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 RF 부가형 DC 마그네트론 스퍼터링에 의해 PET 기 에 증착한 ITO 박막의 기  
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 록 : RF 부가형 DC 마그네트론 스퍼터링 공정을 이용하여 상온에서 Indium tin oxide (ITO) 박막을 PET 
(polyethylene terephthalate) 기  에 증착하 다. 체 워는 70W로 유지하고 RF/ (DC+RF) 워율은 0 %
에서 100 %까지 20% 비율로 증가시켰다. 50 %의 RF/(RF+DC) 워율에 의해 증착된 ITO 박막에서 상 으

로 낮은 비 항을 얻을 수 있었으며, bending test에 의한 기계  내구성 한 가장 우수하 다.

1. 서론

ITO 박막은 낮은 비 항과 가시  역에서의 높은 투과율 때문에 투명 극으로서 가장 리 사용되어지고 있
다. 일반 으로 이러한 ITO박막의 기 , 학  특성을 더욱 향상시키기 해 고온 증착이 사용되어 진다. 하
지만 flexible 디스 이의 경우, 고온증착시 폴리머 기 의 변형이 발생하고 ITO박막의 결정화에 따른 내부 
응력이 증가하여 박막의 특성을 하시키기 때문에 상온에서 증착 되어야만 한다. 한 ITO 박막의 증착에는 
DC 마그네트론 스퍼터링법이 리 사용되어지고 있지만 RF 마그네트론 스퍼터링에 의해 증착된 박막에 비해 
상 으로 높은 비 항을 갖는다. 따라서 본 연구에서는 상 으로 높은 증착율과 우수한 재연성을 가지는 
고품질의 flexible 디스 이용 ITO박막을 상온에서 증착하기 하여 RF 부가형 DC 마그네트론 스퍼터링 시스
템을 사용하 다.

2. 본론 

본 연구에서는 체 워 70W 에 RF/(RF+DC) 워율의 변화에 따른 ITO 박막의 물성변화에 하여 조사하 다.
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그림 1. RF/(RF+DC) 워율의 변화에 따른 ITO 박막의 밴딩특성
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그림 2. RF/(RF+DC) 워율의 변화

에 따른 ITO 박막의 기  특성  

그림 1에서 50% RF/(RF+DC) 워율에 의해 증착 된 ITO 박막의 경우, 밴딩에 따른△R/R0 (△R:최종-최  
항, R0:최 항)이 가장 작아 기계  특성이 가장 뛰어났고, 그림 2로부터 기  특성 한 가장 우수한 (3.18 
x 10-4 Ωcm) 것을 확인 할 수 있었다.

3. 결론

상온에서 기 가열 없이 PET기 에 체 워 70W  다양한 RF/(RF+DC) 워율에 의해 증착된 ITO 박막의 
기 , 기계 , 학  특성을 비교하 다. 50 %의 RF/(RF+DC) 워율에 의해 증착된 ITO 박막에서 3.18 x 10-4 

Ωcm의 최 의 비 항을 나타내었고, 기계  내구성 한 bending test를 통해 가장 우수하다는 것을 확인할 수 
있었다. 이는 박막 표면에 입사하는 고에 지 입자 (Aro, O-)와 기 의 Vp-Vf 값의 차이로 인한 결과라 상된다.
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